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7. Procédé selon la revendication 6, dans leque! -
on implante entre environ 2 x 10" et 1 x 10*®
Silcm? pendant l'implantation créant une struc-
ture désordonnée, ou pendant I'une au moins 3o
de ces implantations, et dans lequel les ions Si
ont une énergie dans la plage allant d'environ
0,1 MeV a environ 2 MeVa

8. Procédé de l'une quelconque des revendica- 35 -
tions 1-7, dans lequel le traitement thermique
comprend la mise en contact du bloc de Si
avec une atmopshére appropriée pour provo-
quer la croissance lente d'une couche relative-

\/ ment mince de SiO-. 40

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel
I'atmopshére comprend un gaz inerte & titre de

composant principal et de I'oxygéne 2 titre de
composant secondaire. 45

50
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